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Element trygerowej komérki pamieci
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Wynalazek dotyczy elementu trygerowej komoérki
pamieci przeznaczonego do wytwarzania szybko-
dziatajgcych scalonych pélprzewodnikowych matryc
urzgdzen pamieciowych.

Znane sg elementy trygerowej komérki pamieci
wykonane jako tranzystor wieloemiterowy, zawie-
rajacy emitery adresowe i informacyjne, obszar
bazy i obszar kolektorowy z zestykiem pradowym.
Dwa takie elementy pozwalajg zbudowaé trygerowa
komoérke pamieci polgczong bezpoSrednio. Takie
komérki pamieci sg najbardziej odpowiednie, po-
niewaz na skutek prostoty konstrukcji mozna otrzy-
mywaé¢ wysokg gesto§é rozmieszczenia ich na kry-
sztale scalonego schematu pé6iprzewodnikowego.

Emiter informacyjny elementu trygerowej ko-
moérki pamieci jest przeznaczony do wprowadzenia
i wyprowadzenia informacji wyladowczej z komoér-
ki, a emitery adresowe — do adresowania komérki
pamieci.

Znane konstrukcje elementéw trygerowej ko-
moérki  pamieci posiadajg istotne wady, gdyz
w przebiegu procesu nasycenia, gdy emiter infor-
macyjny znajduje sie¢ pod wyzszym potencjatem
niz emitery adresowe, wéwczas prad emitera in-
formacyjnego piyngcy wskutek pasozytniczego
wzmocnienia inwersyjnego zmniejsza prad zlicza-
nia komérek adresowych, dolgczonych do ogélnego
wyladowczego przewodu szynowego. Obecno$§é pra-
déw pasozytniczych ogranicza ilo§é komérek tryge-
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rowych, dolgczanych do ogdlnego wyladowawczego
przewodu szynowego.

Dalsza wadg znanych rozwigzan jest to, ze w ce-
lu obnizenia natezenia pradu pasozytniczego
wzmocnienia istnieje konieczno§¢ wprowadzania
styké6w ze zlota stopowego, zastosowania bazy
o specjalnej konfiguracji z odgalezieniem wycig-
gowym. Wprowadzenie zlota stopowego komplikuje
i czyni drozszym proces przygotowania ukladu sca-
lonego, natomiast zastosowanie specjalnej konfigu-
racji strefy bazy zwieksza powierzchnie zajmowang
przez tranzystor w schemacie i zwigksza napiecie
szczatkowe miedzy kolektorem i emiterem tranzys-
tora, obnizajac przez to samo odporno§é komérki
pamieci na zakl6cenia.

Celem niniejszego wynalazku jest usuniecie wad
znanych ukladé6w pamieci oraz opracowanie ele-
mentu trygerowej komérki pamieci o wieloemitero-
wej strukturze, posiadajgcego male natezenie pra-
du pasozytniczego emitera informacyjnego, zmniej-
szone napiecie szczatkowe kolektor — emiter oraz
mate wymiary.

Zadanie wedlug wynalazku rozwigzuje sie przez
to, ze w elemencie trygerowej komoérki pamieci
emiter informacyjny znajduje sie miedzy emiterem
adresowym i zestykiem wyznaczajgcym prad w ta-
kiej odlegloSci od emitera adresowego, ze odcinek
przejScia kolektorowego, lezacy pod emiterem in-
formacyjnym jest umieszczony w kierunku zaporo-
wym, a sama komérka zaopatrzona jest w poten-
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cjalny sygnatowy kontakt kolektorowy, umieszczony
na kolektorze w punkcie o najmniejszym poten-
cjale.

Element trygerowej komérki pamieci wedtug wy-
nalazku pozwala na dwa do trzykrotnego zmniej-
szenia pradu pasozytniczego wzmocnienia inwersyj-
nego w emiterze informacyjnym w poréwnaniu ze
znanymi konstrukcjami.

Powyzisze pozwala zmniejszyé prad zliczania wy-
branej komorki i obnizyé moc zuzywang przez ko-
moérki pamieci.

Omawiany element pamieci nie wymaga przygo-
towania obszaru bazowego o specjalnej konfigura-
cji, a opornosé¢ kolektora (blony epitaksyalnej) moze
byé jednocze$nie wykorzystana jako kolektorowa
opornosé obc1qzenla, wyznaczajaca strukture tran-
zystorowa. i

Powyzsze pozwalaa na otrzymanie zwiekszonej
o 15 do 2 razy p0w1erzchn1 trygerowej kom(’)rk1
uktadu calkowego .

W elemencie trygerowej komorki pamieci we-
dlug wynalazku nie ma konieczno$ci sporzgdzania
,utajonej” warstwy p*, co w znacznym stopniu
upraszcza technologie produkcji caltkowego ukiadu
pamieci. Male napiecie szczatkowe na "kolektorze
tranzystora jest zabezpieczone przez wprowadzenie
specjalnego dodatkowego wyprowadzenia kolekto-
ra, umieszczonego w strefie pola o najmniejszym
potencjale i nie zalezy od opornosci wtasciwej blo-
ny epitaksyalnej.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia widok ogélny trygerowej komorki pa-
mieci, zlozony z dwoéch elementéow trygerowej ko-
mérki pamieci, fig. 2 — przekr6j wzdtuz linii II—II.

Trygerowa komoérka pamieci wedlug fig. 1 i 2
sklada sie z dwéch identycznych elementéw 1 i 2,
umieszczonych na podlozu 3, wykonanym z krzemu
typu — p — z naniesiong epitaksyalng biona 4
typu — n i sa rozdzielone miedzy sobg dyfuzja 5
typu — p. Pradowe zestyki kolektorowe 6, 7 ele-
mentéw 1 i 2 sa zwarte i moga byé lgczone na
wspélnym zestyku.

Elementy 1 i 2 w epitaksyalnej blonie 4 zawie-
raja odpowiednio obszary podstawowe 8 i 9 ty-
pu — p. W strefie podstawowej elementu 1 znaj-
duje sie czynny zestyk 10, adresowy emiter 11
(obszar n* — typu przewodno$ciowego) i informa-
cyjny emiter 12 (obszar n* — typu przewodnoscio-
wego). Sygnalowy zestyk kolektorowy 13 elementu
1 umieszczony jest w epitaksyalnej blonie 4 od
strony zestyku 10 bazy 8 obszaru.

Element 2 zawiera w swym podstawowym obsza-
rze 9 zestyk czynny 14, adresowy emiter 15 (obszar
n* — typu przewodnosciowego) i emiter informa-
cyjny 16 (obszar n* — typu przewodno$ciowego).

Sygnalowy zestyk kolektorowy 17 elementu 2
jest umieszczony w epitaksyalnej blonie 4 od stro-
ny zestyku 14 w kierunku obszaru 9.

W celu utworzenia trygerowego elementu pamieci
zestyk 10 elementu 1 laczy sie elektrycznie z sygna-
lowym zestykiem kolektorowym 17 elementu 2,
a zestyk 14 elementu 2 lgczy sie z sygnalowym ze-
stykiem kolektorowym 13 elementu 1. Polgczenie
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elektryczne realizuje sie za pomocg napylanyéh
$ciezek metalizowanych. Napiecie zasilajace dopro-
wadza sie do wyznaczajacych prad zestykéw 6 i 7
elementéw 1 i 2. Wprowadzenie i wyprowadzenie
informacji urzeczywistnia sie przez sygnalty elek-
tryczne, doprowadzane odpowiednio przez szynowe
przewody metalowe 18 i 19 do informacyjnych emi-
teré6w 12 i 16 obydwo6ch elementéw 1 i 2. Adresacje
komorki pamigci urzeczywistnia sie przez nadawa-
nie sygnaléw elektrycznych do szynowego przewodu
metalowego 20, tgczacego adresowe emitery 11 i 15
elementéow 1 i 2,

W celu ulatwienia odwzorowania i uproszczenia
opisu pracy komoérki pamieci przytoczony przykiad
wykonania ma elementy wyposazone w jeden emi-
ter adresowy, ktérych liczba moze by¢ odp0W1ed—
nio zwiegkszona, zalezme od metody adresowania
komoérki pamieci.

Podczas pracy komoérki pamieci, do ktérej nie
przychodzi sygnal adresowy, wystepuje niZszy po-
tencjat szyny 20, lgczgcy adresowe emitery 11 i 15,
od potencjatu informacyjnych emiteréw 12 i 16.

Przy opisywaniu dzialania komoérki pamigci za-
klada sie, ze przejScie emiter — baza emitera adre-
sowego 11 elementu 1 jest wlgczone w kierunku
prowadzenia. Oporno$§¢ odcinka obszaru kolektoro-
rowego znajduje sie pomiedzy pradowym zesty-
kiem 7 i sygnalowym kolektorem 17 jest taka, ze
prad podstawowego elementu 1, plynacy ze Zré6dla
zasilania do zestyku 7 jest dostateczny do nasycenia
elementu 1. Przy tym mata warto§é napiecia szczat-
kowego na sygnalowym zestyku kolektorowym 13
utrzymuje tranzystorowy element 2 w stanie zapo-
rowym. W ten spos6b uzyskuje sie jeden ze sta-
néw trwalych trygerowej-komorki pamieci.

Prad kolektora elementu 1, przeptywajgc od ze-
styku 6 przez blone epitaksyalng 4 obszaru kolek-
tora do przejScia kolektor — baza pod adresowym
emiterem 11, powoduje spadek napiecia na opor-
no$ci kolektora wystepujgcego wzdtuz przejscia ko-
lektor — baza, znajdujgcym sie pod informacyj-
nym emiterem 12, ktérego wielko$é jest dostatecz-
na do zamkniecia na tym odcinku przejécia kolek-
tor — baza, zapobiegajac przez to samo iniekcje
no$nikéw. z przejScia kolektor — baza, a tym sa-
mym obnizajag¢ prad pasozytniczy informacyjnego
emitera 12 wskutek obnizZenia inwersyjnego wzmoc-
nienia kolektor — baza — emiter informacyjny.

Powyzej rozpatrzono jeden z 2-ch mozliwych sta-
néw trygerowej komoérki pamieci, gdy w kierun-
ku przewodzenia jest wlgczone przejécie p-n adre-
sowego emitera 11, a element 2 znajduje sie w sta-
nie wylaczonym. Drugi stan trygerowej komérki
pamieci urzeczywistnia sie analogicznie, przy czym
w Kkierunku przewodzenia wlgczone jest przejscie
p-n adresowego emitera 15, a element 1 jest wy-
taczony. .

Nalezy zaznaczyé, ze ostre obnizenie pradu pa-
sozytniczego osigga sie przez odpowiedni wyb6r
odleglosci pomiedzy emiterami 11 i 12, 15 i 16, opor-
no$ci wlasciwej i gruboSci blony epitaksyalnej 4
przy zadanym pragdzie kolektorowym. Praktycznie
jest to mozliwe do urzeczywistnienia przy minimal-
nych odleglosciach pomiedzy emiterami 11 i 12, 15
i 16 i pomiedzy krawedzig obszaru bazy 8, 9, a ko-
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lektorowym zestykiem 6, 7, przy zastosowaniu
bton epitaksyalnych, znanych przy wytwarzaniu
epitaksyalno-planarnych ukladéw scalonych.

Jak widaé z opisu, w strukturze po6iprzewodniko-
wej elementu nie wymaga sie stosowania ,,utajonej
warstwy p*”, wprowadzanej zwykle w tranzysto-
rach w celu zmniejszenia napiecia szczatkowego
miedzy emiterem a kolektorem. Dzieki duzej opor-
no$ci kolektora w obszarze bazy, ktéra to opornosé
zabezpiecza prace elementu oraz wplywa na obni-
zenie wzmocnienia inwersyjnego. Niskie napiecie
szczgtkowe jest okreSlane odpowiednim wyborem
potozenia sygnalowego kontaktu kolektorowego.

Z powyzszego wynika, Ze konstrukcja elementu
wedlvg wynalazku nie wymaga stosowania dodat-
kowych powierzchni w obszarze bazy w celu obni-
Zenia wzmocnienia inwersyjnego oraz nie wymaga
doboru odpowiedniej konfiguracji obszaru bazy.
Obnizenie wzmocnienia inwersyjnego odbywa sig
w kolektorze pod obszarem bazy przy odpowiednim
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rozmieszczeniu obszaréw emiterowych w stosunku
do wyznaczajacego prad zestyku kolektorowego.

Powyizsze osigga sie bez konieczno§ci zwiekszenia
powierzchni, zajmowanej przez element na krysz-
tale pélprzewodnika.

Zastrzezenie patentowe

Element trygerowej komérki pamieci wykonany
jako tranzystor wieloemiterowy, zawierajgcy emiter
adresowy i informacyjny, obszar bazy i obszar ko-
lektora z zestykiem pragdowym znamienny tym, ze
emiter informacyjny (12) i (16) umiejscowiony jest
miedzy emiterem adresowym (11) i (15) i zadajacym
prad zestykiem (6) i (7) na takiej odlegloSci od emi-
tera adresowego, ze odcinek przej$cia kolektorowe-

‘go, lezacy pod emiterem informacyjnym (12) i (16)

jest przemieszczony w Kkierunku zaporowym, przy
czym komoérka jest zaopatrzona w sygnalowy zestyk
kolektorowy (13) i (17), umieszczony w punkcie naj-
mniejszego - potencjalu kolektora (10) i (14).
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